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案したもので，具体的にシリコン単結晶p-n 接合形太陽電池と，実験的に試作した Sn02/n+-p Si ヘ
テロフェイス形太陽電池とについて，各種の設計定数を明らかにし，低コスト化，高効率化がどのよ
うになされるかを明らかにした。
試作した Sn02/n+ ー p Si ヘテロフェイス太陽電池は， 14%以上のエネルギ一変換効率を示し，通
常の p-n 接合形太陽電池に比べ高い変換効率をもつことを確認した。また，素子作製技術として，










ある。例えば本研究で開発した Sn02 /n+-p シリコン太陽電池は，従来の電池に比べて，実験的にも
2 割程度もの効率が改善され，しかも本研究で開発したペイントオンディフューズ法と云う接合形成
技術により，製造行程が簡略化され低コストとなる。これらの諸提案と開発技術は，新エネルギー資
源開発の一環として進められている光発電技術に貢献するところ大きく，工学博士の学位論文として
価値あるものと認める。
-361-
